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(57) Abstract: The invention relates to a process for transferring a thin layer to a carrier substrate, comprising: - joining a donor substrate
(1) and the carrier substrate (2) by direct bonding of their respective front sides (1a, 2a) via a bonding interface (3), to form a bonded
assembly (100) having an unbonded local region (31) within this bonding interface (3), the donor substrate (1) further comprising a
buried fragile plane (11), - splitting along the buried fragile plane (11), the splitting being initiated in the unbonded local region (31) after
growth of microcracks in said plane (11) by thermal activation, and leading to the transfer of a thin layer (10) from the donor substrate
(1) to the carrier substrate (2). The process is noteworthy in that the unbonded local region (31) is generated by at least one rough region
(31a) produced by scanning a laser beam over at least one of the front sides (1a, 2a) of the donor substrate (1) and carrier substrate (2)
before they are joined, the scan covering an area of at least 100 microns by 100 microns and of at most 500 microns by 500 microns.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procéde¢ de transfert d'une couche mince sur un substrat support, comprenant : - 'assemblage
d'un substrat donneur (1) et du substrat support (2), par collage direct au niveau de leurs faces avant (1a,2a) respectives et suivant une
interface de collage (3), pour former un ensemble collé (100) présentant une zone locale non collée (31) au sein de cette interface de
collage (3), le substrat donneur (1) comprenant en outre un plan fragile enterré (11), - 1a séparation le long du plan fragile enterré (11),
initiée au niveau de la zone locale non collée (31) apres une croissance de microfissures dans ledit plan (11) par activation thermique,
la séparation menant au transfert d'une couche mince (10) issue du substrat donneur (1) sur le substrat support (2). Le procédé est
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Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

remarquable en ce que la zone locale non collée (31) est générée par au moins une zone rugueuse (31a) réalisée par un balayage d'un
faisceau laser sur 1'une au moins des faces avant (1a,2a) des substrats donneur (1) et support (2) avant leur assemblage, le balayage
s'étendant sur une surface d'au moins 100 micrometres sur 100 micrometres et d'au plus 500 micrometres sur 500 micrometres.




